第32回高輝度電子源開発G会合

日程：2011年5月20日

時間：15時00分より16時30分頃

接続：EVO

参加者：西森, 永井, 羽島（JAEA会場)、中村、伊藤(ISSP会場)、桑原（名古屋会場）竹田、金、宮島、山本、本田、松葉、河田（KEK会場)、飯島、栗木、細田、（広島会場）

○金氏よりフォトカソード評価用GaAsサンプルの製作について報告があった。

フォトカソード特性試験のため、名古屋大学でGaAsフォトカソードを製作した。活性層厚みによる時間応答特性をみるため、Bulk GaAs上にAlGaAs層を挟み1.0E+18/cm3程度のZn-doped GaAsを成長させた。厚みは100nmから1600nm程度。超格子構造によるエミッタンス特性試験のためにGaAs/GaAsP超格子構造を作成した。井戸厚み7.2nmと13.2nmで、ミニバンド幅47meV, 4.0meVである。詳しい測定結果はKEKから報告される。

Q:Mainzのデータはこのサンプルの測定結果よりテール部分が短いが、QEの大小は？

A:MainzのデータはQEが論文に明記されていないので、不明。KEKでの測定ではQEの大小に関わらずテールが大きい。

C:今回製作したサンプルはAlGaAs上に活性層を作成している。AlGaAsが反射層となり、逆方向にドリフトした電子が反射され光電子となり、テールを作っているのかもしれない。

○松葉氏よりGaAsフォトカソードの時間応答特性の測定について報告があった。

名古屋大学作成のサンプルを使用し、活性層厚み100, 300, 1000nmの場合の時間応答特性をデフレクターを用いて測定した。レーザーはTi:Sを主に使用し、パルス幅は2-4ps程度である。測定の結果、100nmでは観測されなかったテールが, 300nmでは10ps, 1000nmでは90ps程度見られた。

Q:スクリーン蛍光の線型性は？

A:要較正。線型性を仮定して解析している。

Q:テイルの長さ等から、GaAs中での電子のドリフト速度を評価できないか？

Q:理論や他の測定から求めたドリフト速度を用いて、本結果を評価できないか？

A:ドリフト速度は拡散方程式での評価しかない。量子効率、ドリフト速度、時間応答性などを実験結果から理解できれば、固体物理的にも興味がある。

Q:メインのパルス幅と活性層厚み、励起波長との関係は？

A:今後をすすめ、定量的に評価していきたい。

◯山本氏より、500kV二号機の現状について報告があった。

幸いなことに、AR南の電子銃テストエリアは震災の影響は軽微であった。セラミックの組み立て、リークテスト、ベーキングと作業をすすめた。

Q：ガードリング組み立て時の不具合とは？

A:リング変形があり、一部のネジが固定できないというもの。リングは固定できており、実質的には支障がない。

○西森氏より500kV一号機の状況について報告があった。

高電圧印加試験を行い、466kVまで成功したが、FE（電界放出）が見られた。上流側にホットスポットがあり、電極をワイプした後にテストを再開した。448kVまでプロセスしたところで震災に見舞われたが、幸い被害は軽微であった。その後、430kVまでプロセスした時に放電してから、120kV程度でFEが見られるようになった。稀ガスによるコンディショニングを検討している。また、今後のため、耐震対策を講じる予定。

Q:FEによる放射線は局所的なものか？

A:現在は全体的に出ている様子だ。

Q:プロセスの手順は？

A:ある一定の電圧までは自動的に昇圧し、そこからは手動で上げるという方法をとっている。

次回の会合は6/17（金）15時より

文責　栗木　　

